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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Микроэлектроника» (Б1.В.01.07) относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений, предметно-содержательному /методическому 

модулю по профилю «Информатика». Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Программное обеспечение систем и сетей», «3D 

моделирование», «Программирование». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

производственной практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – ознакомление с принципами построения и функционирования 

типовых электрических схем аналоговой и цифровой электронной аппаратуры, применяемой 

в системах автоматического управления технологическими процессами и в устройствах 

информационно-вычислительной техники. 

Задачи дисциплин: 

 сформировать представление об оперативных и долговременных запоминающих 

устройствах; 

 сформировать представление об элементах микроэлектроники, принципах их 

работы и функционирования; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 сформировать представление о значении и месте нашей страны в системе развития 

микроэлектроники. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 
 

Знает  

основные аспекты микроэлектроники: 

физические, технологические и 

схемотехнические 

Умеет  

проводить анализ режимов работы 

элементов электрических схем электронных 

устройств;  

определять допустимые значения 

электрических параметров 

полупроводниковых приборов в 



задач электрической цепи 

Владеет  

методами анализа структурных, 

функциональных, электрических 

принципиальных схем аналоговых и 

цифровых устройств 

 ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

Знает  

– виды интегральных схем и схемотехнику 

цифровых и аналоговых интегральных схем 

Умеет  

– ориентироваться в проблемах и 

перспективах современной 

микроэлектроники 

Владеет  

– базовыми логическими элементами 

 ПК-1.3. 

Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает  

– новые фундаментальные достижения в 

области микроэлектроники, используемые в 

настоящее время 

Умеет  

– формулировать обоснованные выводы по 

работе вычислительных устройств 

Владеет  

– принципами работы в схемотехнических 

пакетах для реализации проведения 

исследования составляющих элементов 

микросхем 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72ч / 2 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 72 
4.1.1. аудиторная работа 12 6 
в том числе:   

лекции 10/5 2/1 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 20/10 4/2 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 42 62 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

42 62 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  4 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 
Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1.  Введение 

Электроника, 

предмет изучения. 

Радиоэлектроника, 

промышленная 

(информационная, 

энергетическая, 

технологическая) 

электроника. 

Элементная база 

электроники. 

Пассивные и 

активные элементы. 

Этапы развития 

активной элементной 

базы. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов. 

8 10 2  2    4 10 

2.  Раздел 2. 

Физические основы 

работы 

полупроводниковых 

приборов 

Материалы, 

применяемые в 

полупроводниковой 

электронике. 

Проводники, 

полупроводники, 

диэлектрики. 

Свойства 

полупроводников. 

Влияние на удельную 

электропроводность 

полупроводников 

внешних воздействий 

- температуры, 

электрического 

напряжения, 

механического 

напряжения, 

интенсивности 

электромагнитных 

излучений. Свойства 

8 12 2 2 2    4 10 



n-p перехода. 

Использование n-p 

переходов при 

разработке 

полупроводниковых 

приборов различных 

типов - диодов, 

транзисторов, 

тиристоров, 

интегральных 

микросхем. 
3.  Раздел 3. Диоды 

полупроводниковые 

Классификация 

полупроводниковых 

диодов. Источники 

электропитания 

первичные, 

вторичные. Элементы 

электрических схем 

источников 

вторичного 

электропитания. 

Специальные 

выпрямители. 

Сглаживающие 

фильтры. 

Стабилизаторы 

постоянного 

напряжения. 

12 10 2  4    6 10 

4.  Разделы 4. 

Транзисторы 

биполярные, 

униполярные, 

однопереходные  

Классификация 

транзисторов. 

Транзисторы 

биполярные, 

униполярные с 

управляющим n-p 

переходом, 

униполярные с 

изолированным 

затвором, 

однопереходные, 

биполярные с 

изолированным 

затвором. 

Транзисторный 

оптрон. Транзисторы 

биполярные. 

12 14 2 2 4 2   6 10 



Транзисторы 

униполярные. 

Транзисторы 

однопереходные. 

Биполярные 

транзисторы с 

изолированным 

затвором. 

Особенности. 

Электронные 

усилители. 
5.  Разделы 5. 

Тиристоры  

Классификация 

тиристоров. 

Диодные, триодные, 

тетродные 

тиристоры. 

Тиристорный оптрон. 

Диодный тиристор 

(динистор). 

Триодный тиристор 

(тринистор). 

Симметричные 

тиристоры: диак, 

триак (симистор). 

Динисторный, 

тринисторный 

оптроны. 

Тетродный тиристор. 

Управляемый 

выпрямитель. 

12 12 2  4 2   6 10 

6.  Разделы 6. 

Принципы 

построения 

микроэлектронных 

приборов и 

устройств  

Технологические 

основы 

микроэлектроники. 

Подготовительные 

операции. 

Эпитаксия. 

Термическое 

окисление. 

Легирование. 

Травление. Техника 

масок. Нанесение 

тонких пленок. 

Металлизация. 

Сборочные операции. 

10 12   4    6 12 



Технология 

тонкопленочных 

гибридных 

интегральных схем. 

Технология 

толстопленочных 

гибридных 

интегральных схем. 

Изоляция элементов. 

Интегральные диоды. 

Полупроводниковые 

резисторы. 

Полупроводниковые 

конденсаторы. 

Элементы пленочных 

интегральных схем. 

Основные 

направления развития 

аналоговой и 

цифровой 

электроники 
 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
 4         

 Итого: 72 72 10 2 20 4   42 62 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

1.  Введение 
 

Электроника, предмет изучения. Радиоэлектроника, 

промышленная (информационная, энергетическая, 

технологическая) электроника. Элементная база 

электроники. Пассивные и активные элементы. Этапы 

развития активной элементной базы. Физические основы 

работы полупроводниковых приборов. 
2.  Раздел 2. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов 
 

Материалы, применяемые в полупроводниковой 

электронике. Проводники, полупроводники, диэлектрики. 

Свойства полупроводников. Влияние на удельную 

электропроводность полупроводников внешних воздействий 

- температуры, электрического напряжения, механического 

напряжения, интенсивности электромагнитных излучений. 

Свойства n-p перехода. Использование n-p переходов при 

разработке полупроводниковых приборов различных типов - 

диодов, транзисторов, тиристоров, интегральных микросхем. 
3.  Раздел 3. Диоды 

полупроводниковые 
 

Классификация полупроводниковых диодов. Источники 

электропитания первичные, вторичные. Элементы 

электрических схем источников вторичного электропитания. 

Специальные выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Стабилизаторы постоянного напряжения. 
4.  Разделы 4. 

Транзисторы 

биполярные, 

Классификация транзисторов. Транзисторы биполярные, 

униполярные с управляющим n-p переходом, униполярные с 

изолированным затвором, однопереходные, биполярные с 



униполярные, 

однопереходные  
 

изолированным затвором. Транзисторный оптрон. 

Транзисторы биполярные. Транзисторы униполярные. 

Транзисторы однопереходные. Биполярные транзисторы с 

изолированным затвором. Особенности. Электронные 

усилители. 

5.  Разделы 5. 

Тиристоры  

 

Классификация тиристоров. Диодные, триодные, тетродные 

тиристоры. 

Тиристорный оптрон. Диодный тиристор (динистор). 

Триодный тиристор (тринистор). 

Симметричные тиристоры: диак, триак (симистор). 

Динисторный, тринисторный оптроны. 

Тетродный тиристор. Управляемый выпрямитель. 

6.  Разделы 6. 

Принципы 

построения 

микроэлектронных 

приборов и 

устройств  

 

Технологические основы микроэлектроники. 

Подготовительные операции. 

Эпитаксия. Термическое окисление. Легирование. Травление. 

Техника масок. Нанесение тонких пленок. Металлизация. 

Сборочные операции. Технология тонкопленочных 

гибридных интегральных схем. Технология толстопленочных 

гибридных интегральных схем. Изоляция элементов. 

Интегральные диоды. Полупроводниковые резисторы. 

Полупроводниковые конденсаторы. Элементы пленочных 

интегральных схем. 

Основные направления развития аналоговой и цифровой 

электроники 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Введение Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

2.  Раздел 2. Физические основы 

работы полупроводниковых 

приборов 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

3.  Раздел 3. Диоды 

полупроводниковые 
Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 
4.  Разделы 4. Транзисторы 

биполярные, униполярные, 

однопереходные  

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

5.  Разделы 5. Тиристоры  

 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

6.  Разделы 6. Принципы 

построения 

микроэлектронных приборов 

и устройств  

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

 

 

 



3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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ы 

лите
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Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Берикашвили, В. Ш.  

Электроника и 

микроэлектроника: импульсная и 

цифровая электроника: учебное 

пособие для вузов / В. Ш. 

Берикашвили. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. - 242 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-

05543-6. - Текст : электронный //  

72 25 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. - 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/5398

33   

100% 

2 Щука, А. А.  Электроника в 4 ч. 

Часть 2. Микроэлектроника: 

учебник для вузов / А. А. Щука, 

А. С. Сигов; ответственный 

редактор А. С. Сигов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. - 326 

с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-534-01867-7. - Текст: 

электронный //  

72 25 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. - 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/5375

46  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Основы микроэлектроники: 

учебное пособие / составители А. 

С. Грязнов, Ф. М. Бетеньков. - 

Барнаул: АлтГПУ, 2021. - 81 с. - 

Текст : электронный //  
72 25 

 Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. - 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/176495  

100% 

https://urait.ru/bcode/539833
https://urait.ru/bcode/539833
https://urait.ru/bcode/539833
https://urait.ru/bcode/537546
https://urait.ru/bcode/537546
https://urait.ru/bcode/537546
https://e.lanbook.com/book/176495
https://e.lanbook.com/book/176495
https://e.lanbook.com/book/176495


2 Старосельский, В. И.  Физика 

полупроводниковых приборов 

микроэлектроники: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Старосельский. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. - 463 

с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-0808-4. - 

Текст : электронный //  

72 25 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. - 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/5091

81  

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART». https://www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «Юрайт». https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань». https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. https://icdlib.nspu.ru/ 

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/ 

 

ОТКРЫТЫЙ РЕСУРС 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с содержанием практических 

(лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места 

обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-01 ­ стандартно оборудованные лекционные аудитории с 

видеопроектором и настенным экраном 

­ персональный компьютер или ноутбук под управлением 

MS Windows XP Pro, MS Windows 10, пакет Microsoft Office с 

возможностью подключения проектора 

40 посадочных мест 

Чеченская 

Республика г. 

Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9а. 

Учебный корпус №4 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

2-01 ­ класс персональных компьютеров под управлением MS 

Windows XP Pro (Win10), включенных в корпоративную сеть 

университета 

25 посадочных мест 

Чеченская 

Республика г. 

Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9а. 

Учебный корпус №4 

Помещения для самостоятельной работы 

https://urait.ru/bcode/509181
https://urait.ru/bcode/509181
https://urait.ru/bcode/509181
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://cyberleninka.ru/


Компьютерный 

центр 

Компьютерная мебель на 52 посадочных  мест, 52 

компьютеров  с выходом в Интернет, системный блок (52 шт.), 

клавиатура (52 штук), мышь (52 штук) 

Чеченская 

Республика г. 

Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,  № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 
текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Введение 

Электроника, предмет 

изучения. 

Радиоэлектроника, 

промышленная 

(информационная, 

энергетическая, 

технологическая) 

электроника. 

Элементная база 

электроники. 

Пассивные и активные 

элементы. Этапы 

развития активной 

элементной базы. 

Физические основы 

работы 

полупроводниковых 

приборов. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов 

Материалы, 

применяемые в 

полупроводниковой 

электронике. 

Проводники, 

полупроводники, 

диэлектрики. Свойства 

полупроводников. 

Влияние на удельную 

электропроводность 

полупроводников 

внешних воздействий 

- температуры, 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



электрического 

напряжения, 

механического 

напряжения, 

интенсивности 

электромагнитных 

излучений. Свойства n-

p перехода. 

Использование n-p 

переходов при 

разработке 

полупроводниковых 

приборов различных 

типов - диодов, 

транзисторов, 

тиристоров, 

интегральных 

микросхем. 

3.  Раздел 3. Диоды 

полупроводниковые 

Классификация 

полупроводниковых 

диодов. Источники 

электропитания 

первичные, вторичные. 

Элементы 

электрических схем 

источников вторичного 

электропитания. 

Специальные 

выпрямители. 

Сглаживающие 

фильтры. 

Стабилизаторы 

постоянного 

напряжения. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

4.  Разделы 4. 

Транзисторы 

биполярные, 

униполярные, 

однопереходные  

Классификация 

транзисторов. 

Транзисторы 

биполярные, 

униполярные с 

управляющим n-p 

переходом, 

униполярные с 

изолированным 

затвором, 

однопереходные, 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



биполярные с 

изолированным 

затвором. 

Транзисторный оптрон. 

Транзисторы 

биполярные. 

Транзисторы 

униполярные. 

Транзисторы 

однопереходные. 

Биполярные 

транзисторы с 

изолированным 

затвором. Особенности. 

Электронные 

усилители. 

5.  Разделы 5. Тиристоры  

Классификация 

тиристоров. Диодные, 

триодные, тетродные 

тиристоры. 

Тиристорный оптрон. 

Диодный тиристор 

(динистор). Триодный 

тиристор (тринистор). 

Симметричные 

тиристоры: диак, триак 

(симистор). 

Динисторный, 

тринисторный 

оптроны. 

Тетродный тиристор. 

Управляемый 

выпрямитель. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

6.  Разделы 6. Принципы 

построения 

микроэлектронных 

приборов и устройств  

Технологические 

основы 

микроэлектроники. 

Подготовительные 

операции. 

Эпитаксия. 

Термическое 

окисление. 

Легирование. 

Травление. Техника 

масок. Нанесение 

тонких пленок. 

Металлизация. 

Сборочные операции. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



Технология 

тонкопленочных 

гибридных 

интегральных схем. 

Технология 

толстопленочных 

гибридных 

интегральных схем. 

Изоляция элементов. 

Интегральные диоды. 

Полупроводниковые 

резисторы. 

Полупроводниковые 

конденсаторы. 

Элементы пленочных 

интегральных схем. 

Основные направления 

развития аналоговой и 

цифровой электроники 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  
Как называется диод, предназначенный для преобразования переменного тока в 

постоянный? 

1. Плоскостный диод. 

2. Выпрямительный диод + 

3. Туннельный диод. 

 

Прочитайте варианты утверждений и определите верное: 

1. Зона проводимости - разрешенная энергетическая зона, расположенная под 

валентной зоной 

2. Зона проводимости - запрещенная энергетическая зона, расположенная 

непосредственно над валентной зоной 

3. Зона проводимости - разрешенная энергетическая зона, расположенная 

непосредственно над валентной зоной + 

 

Для чего присуща НЕ полностью занятая валентная зона? 

Выберите один ответ: 

1. для проводников + 

2. для изоляторов 

3. для полупроводников 

 

Как называется электрический переход между двумя областями полупроводника, одна 

из которых имеет электропроводность n–типа, а другая p–типа? 

1. Электронный переход 

2. p-n переход+ 

3. Полупроводниковый переход 

 



Чему способствует введение в полупроводник атомов соответствующей примеси? 

1. Повышению электропроводности+ 

2. Понижению электропроводности 

3. Электропроводность не изменяется 

 

Какой элемент имеет условное графическое обозначение, показанное на рисунке? 

Изображение: 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) И 

2) ИЛИ 

3) И-НЕ 

4) ИЛИ-НЕ + 

5) НЕ 

 

Как называется транзистор, условное обозначение которого имеет следующий вид: 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) n-p-n транзистор 

2) p-n-p транзистор 

3) n- МОП транзистор с изолированным затвором с индуцированным каналом 

4) полевой транзистор с управляющим p-n-переходом и n-каналом+ 

5) n- МОП транзистор с изолированным затвором с встроенным каналом 

 

Прибор, условное обозначение которого приведено ниже? 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Полевой транзистор p-типа 

2) Биполярный транзистор n-p-n-типа 

3) МДП-транзистор p-типа 

4) Биполярный транзистор p-n-p-типа + 

5) МДП-транзистор n-типа 

 

На рисунке изображен … 

Изображение: 

 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Полевой транзистор 

2) Биполярный транзистор 

3) Динистор 

4) Диод 

5) Тринистор+ 

 

Какая схема, показанная на рисунке? 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Инвертирующая схема включения операционного усилителя+ 

2) Неинвертирующая схема включения операционного усилителя 

3) Повторитель напряжения 

4) Интегратор 

5) Дифференциатор 

 

Сколько устойчивых состояний имеет мультивибратор? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 3 

2) 1 

3) 2+ 

4) 4 

5) 0, не обладает состоянием устойчивого равновесия 

 

Каких элементов нет в микросхеме 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) резисторов 

2) конденсаторов 

3) транзисторов 

4) катушек индуктивности+ 

5) диодов 

 

Как еще по другому называется генератор прямоугольных импульсов, работающий в 

автоколебательном режиме? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Мультивибратором+ 

2) Одновибратором 

3) Фантастроном 

4) Триггером 

5) Компаратором 

 

D-триггер это триггер 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) с делением+ 



2) с задержкой 

3) с переключением 

4) с дополнением 

5) правильного ответа нет+ 

 

Если на входа J и К, JK-триггера, поступят «0», то на его выходе будет 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 0 

3) останется в прежнем состоянии+ 

4) состояние будет неопределенным 

5) состояние изменится на противоположное 

 

При поступлении на Т-триггер «0» он: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) не изменит своего состояния+ 

2) изменит свое состояние на противоположное 

3) задержит сигнал во времени 

4) преобразует сигнал во временной интервал 

5) изменит сигнал по фазе 

 

Полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком 

основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемый электрическим 

полем: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Туннельный диод; 

2) Тринистор; 

3) Импульсный диод; 

4) Биполярный транзистор; 

5) Полевой транзистор;+ 

 

Как происходит управление выходным током в полевых транзисторах? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Электрическим полем, влияющим на ширину проводящего канала;+ 

2) Электрическим полем, обеспечивающим ускорение движения основных носителей 

в проводящем канале; 

3) Током между затвором и стоком; 

4) Током между затвором и истоком; 

5) Током между стоком и истоком; 

 

Стабилитрон работает в режиме: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) теплового пробоя 

2) электронного пробоя+ 

3) дырочного пробоя 

4) электрического пробоя 

5) стабилизированного пробоя 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 



Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ R-S - ТРИГГЕРА (С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ) 

 
 

Определите: 

 на каких элементах собраны R-S – триггера; 

 какие триггера относятся к положительной, а какие к отрицательной логике; 

 какую роль выполняет ключ установки; 

 почему после одновременного действия входных импульсов, а также при запуске 

работы схемы в триггерах, собранных на базовых логических элементах, происходит сбой в 

работе. 

 

2. БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ И-НЕ ТТЛ С КОМПЛЕМЕНТАРНЫМ ВЫХОДНЫМ 

КЛЮЧОМ 

 



Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Кино как искусство. История появления кинематографа и его предтечи. 

2. Роль кино в ряду других искусств. Синтетичность. 

3. Своеобразие кинематографической образности. 

4. Достоверность кинематографического зрелища. 

5. Изобразительное решение в кино и театре. 

6. Общее и специфическое в культуре театра и кино. 

7. Специфика киноповествования. Понятие кадра. Крупность планов. 

8. Изображение человека и событий в системе непрерывного действия 

монтажноорганизованных кадров, образующих композиционное единство. 

9. Понятие режиссёрского и литературного сценария. 

10. Монтаж. Пространственные возможности кинематографического изображения. 

11. Широкий охват действительности. Разноплановость изображения. 

12. Время как структурный элемент кинематографической образности. 

13. Экранное время и его отношение с астрономическим. 

14. Возможности концентрации и расширения временных рамок. 

15. Внутрикадровое время. Основополагающие работы по монтажу. 

16. Изменения характера монтажа в современном кинематографе. 

17. Изображение в кадре. Точка зрения объективная и субъективная. 

18. Движение камеры. Мастерство кинооператора. 

19. Живописность изображения. Роль художника-постановщика. 

20. Звук и пространство. Физическая природа звука. 

21. Звук и точка зрения. Музыка, шумы, речь. 

22. Мастерство звукорежиссёра. Основные способы озвучивания. 

23. Изображение и слово. Голос в кадре и голос за кадром. 

24. Функции комментария. Понятие стиля в кинематографе. 

25. Пространственно-временная форма киноповествования, организация фильма во 

времени (ритм, плавность переходов, длина кадров и т. д.) и пространстве (актер, декорация, 

свет). 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень - отличается глубиной и содержательностью, 

соответствует заявленной теме;  

- четко структурирован, с выделением основных 

моментов;  

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных 

данных;  

- на вопросы по теме доклада получены полные 

исчерпывающие ответы. 

3 

Средний уровень - характеризуется достаточным содержательным 

уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью;  

- доклад длинный, не вполне четкий;  

- на вопросы по теме доклада получены полные 

исчерпывающие ответы только после наводящих 

вопросов, или не на все вопросы. 

2 

Минимальный уровень - недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, 

слабо структурирован;  

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом 

материале;  

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы 

или они не были правильными. 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

- доклад не сделан;  

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;  

- на вопросы по выполненной работе не были получены 

ответы или они не были правильными. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

Одноразрядный сумматор 

 
 



Системы счисления 

 
 

1. Определите числа, соответствующе показаниям всех систем и сравните их значения. 

2. Оцените разницу в количествах разрядов представленных систем счисления, 

необходимых для отображения одинаковых количеств. 

3. В каких случаях используются представленные системы счисления? 

4. Составьте таблицу истинности дешифратора 8-ми-ричной системы счисления. 

5. Объясните принцип формирования 8-ми и 16-ти-ричных систем счисления из 

двоичной. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 

Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-2 

неточности 

[6-8] 

Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы 

в теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 

Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 



содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

__Микроэлектроника__ 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки _«Информатика (VR / AR технологии и программирование)»_ 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2024 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _8_ 

Форма аттестации – _зачет__ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Биполярный транзистор. 

2. Полевой транзистор с управляющим переходом и другие приборы. 

3. Полевые МОП-транзисторы. 

4. Микроэлектроника. Интегральные схемы. 

5. Модели структур полупроводников. Модель ковалентной связи. Модель энергетических зон 

6. Собственные и примесные полупроводники. 

7. Равновесное состояние р-п перехода. 

8. Прямо и обратно смещенный p-n – переход. Явление пробоя. 

9. Биполярные транзисторы. 

10. Полевые (униполярные) транзисторы. Полевой транзистор с управляющим р-n переходом. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором. 

11. Интегральные схемы. Особенности интегральных схем как нового типа электронных 

приборов. 

12. Подготовительные операции при изготовлении микросхем. 

13. Эпитаксия. 

14. Термическое окисление. 

15. Легирование. 

16. Травление. 

17. Техника масок. 

18. Металлизация. 

19. Нанесение тонких пленок. 

20. Сборочные операции. 

21. Технология тонкопленочных гибридных ИС. 

22. Технология толстопленочных гибридных ИС. 

23. Базовый элемент И-НЕ транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Параметры основных 

базовых элементов 

24. Базовый элемент И-НЕ на КМДП структурах. Параметры основных базовых элементов 

25. Базовые логические элементы. 

26. Универсальный характер логического И-НЕ. 

27. Логические элементы с числом входов больше двух. 

28. Асинхронный RS-триггер. 

29. Синхронный D-триггер. 

30. Динамический синхронный D-триггер. 

31. Счетный Т-триггер. 



32. Универсальный J-K триггер. 

33. Двоично-десятичный счетчик. 

34. Вычитающий счетчик. 

35. Генератор прямоугольных импульсов на R-S – триггере, двоичный счетчик на J-K – 

триггере, дешифратор на базовых логических элементах. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

 

 

 

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1. Если ответ студента показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. 

Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложение 

ответа 

13-15 

2. Если студент показывает знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 

аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание 

важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически 

корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа 

10-12 

3 Если студент показывает фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление 

логически определенно и последовательно изложить ответ 

7-9 

4. Если студент показывает незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

 

 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной 

области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объёме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает 

некоторые аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Раскрывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики, 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания. 

Успешно справляется с 

решением всех 

поставленных 

математических задач 

Критерий 2 

Раскрывает 

структуру и 

состав некоторых 

изучаемых 

разделов 

информатики. 

 При решении 

предметных задач 

допускает 

единичные 

ошибки 

Критерий 2 

Фрагментарно 

описывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики. 

Допускает 

множественные ошибки 

при решении 

предметных задач 

Критерий 2 

Не знает структуру и 

содержание изучаемых 

разделов информатики.  

Не справляется с 

решением предложенных 

предметных задач 

Критерий 3 

Обладает фактическими и 

теоретическими знаниями 

в пределах изучаемой 

области с пониманием 

границ применимости. 

Обладает диапазоном 

практических умений, 

требуемых для решения 

определенных проблем в 

нестандартной ситуации. 

Критерий 3 

Знает основные 

понятия и 

ключевые факты в 

пределах изучаемой 

области. 

Обладает 

диапазоном 

практических 

умений, требуемых 

для решения 

определенных 

проблем в пределах 

изучаемой области. 

Критерий 3 

Обладает базовыми 

общими знаниями и 

основными умениями, 

требуемыми для 

выполнения простых задач 

Критерий 3 

Неспособен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объёме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает некоторые 

аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения. 

Критерий 2 

Правильно 

применяет 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий. 

Критерий 2 

Способен решать задачи 

по заданному алгоритму. 

Испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического материала 

и его применении на 

практике. 

Критерий 2 

Не может установить связь 

теории с практикой. Не 

может проанализировать 

теоретический материал и 

обосновать его 

использование на практике. 

Критерий 3 Критерий 3 

Способен отбирать 

Критерий 3 

Испытывает затруднения в 

Не умеет соотносить 

содержание изучаемых 



Умеет отбирать материал 

в зависимости от уровня 

сложности и логики 

изложения; умеет 

применять учебный 

материал в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

материал в 

зависимости от 

уровня сложности, 

но допускает 

неточности в  

в применении 

учебного материала 

в различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

отборе материала, 

связанные с логикой 

изложения и с 

применением учебного 

материала в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

дисциплин с содержанием 

школьного курса 

информатики 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_Микроэлектроника _ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.01 Педагогическое образование  

 

Профиль «Информатика (VR / AR технологии и программирование)» 

(год набора __2024_, форма обучения _очная/заочная) 

на 20  _ / 20  _ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 


